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Vorliufige Daten

Preliminary Data
IGBT,Wechselrichter / IGBT,Inverter
Héchstzuldssige Werte / Maximum Rated Values
Kollektor-Emitter-Sperspannung 55
Callector-amitter voitage Rl Vees 1700 v
Kollektor-Dauergleichstrom 00°C, Ty = 175°C Ic o 650 A
Centinuous DC collector current 25°C, Ty =175°C | ke 930 A
Periodischer Kollektor-Spitzenstrom . |
Repetitive peak collector current te=1ms | e 1300 A
Gesamt-Verlustleistung e — |
Total power dissipation Te=25°C. T, =175°C Pl 415 Kw
Gate-Emitter-Spitzenspannung |
Gate-emitter peak voltage | V== +-20 v
Charakteristische Werte / Characteristic Values _min. typ. max.
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung 1= 650 A, Voe = 15V 200(245| v
Callector-emitter saturation voltage 1o =650 A, Vee = 15 235(2.80 [ v
1c=650 A, Vae =15V 245 v
Gate-Schwellenspannung = = =258
Gate threshald vatage 1o = 24,0 MA, Vee = Vee, T, = 25°C Veen | 52 | 58 | 64 | V
Gateladung e
Eleomrited Vee =-15 V.. +15V Qs 7,00 ue
Interner Gatewiderstand 280
Intemal gae resistor e | 23 (i
g f=1MHz, Ty = 25°C, Vo = 25V, Ve = OV O 540 nF
Ruckwirkungskapazitat ¥ = 25°C Vi = =
Reverse transfer capacitance =1MHz, Ty = 25°C, Ver = 25V, Vee = 0V Cm 1,70 nF
Kollektor-Enmitter-Reststrom i - = 255
e o i Vee = 1700V, Ve = 0V, Ty = 25°C lees 50 | mA
Gate-Emitter-Reststrom - . -
Gate-emitter leakage current Ve =0V, Vee = 20V, Ty = 25°C A | AR
Einschaltvraigerungszelt indudive Last [lo = 850 4, Ver = 500 V 0,58 us
Tum-on delay time, inductive load Vee =1 0,645 us
Rom =1 i3 0,655 us
Anstiegszelt, induktive Last I =650 A, Vee = 800V 0,105 us
Rise time, incuctive load Ve =15V 611 Hs
. us
Abschaltverzogerungszeit, induktive Last |l = 650 A, Ver = 900 1.00 us
Tun-off defay lime. inductive load +15V 1.25 us
7 1.30 us
Fallzelt, induktive Last lo = 850 A, Ve = 800V 0,29 us
Fall time, inductive load Ve = 043 ps
iy 0,57 ps
Einschaltverlustenergie pro Puls 1o =650 A, Vee = 800 V, Ls = 45.nH Ty 180 m
Turm-on energy 055 per pulse Vee = £15 V. dikdt = 5800 A (T,=150°C) 260 mJ
Rewn = 1,041 T 280 mJ
Abschaltverlustenergie pro Puls 1:=650 A, Vee = 900V, Ls = 450 Ty 140 mJ
Turn-off energy (0ss per pulse Vo = 18V, cuid = 3200 Vi :'r,,qsa"cy 205 m
Ror = T 230 mJ
Kurzschluverhalten Vee < 15V, Vee = 1000V 1
SC data Vetmae = Vees -Lace difdt te<10ps, Ty=150C | ' 2700 A
Wrmewiderstand, Chip bis Gehause R
Tl mesians o 1o tage pro|GBT/ per IGET Risc 36,0 KW
Warmewiderstand, Gehause bis Kuhlkerper | pro IGBT / per IGBT Rec 160 |
Thermal resistance, case to heatsink owin = TWAMK) 1 Dgeane = 1 WHM'K) mic . )
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Preliminary Data
Diode, Wechselrichter / Diode, Inverter
Héchstzuldssige Werte / Maximum Rated Values
Periodische Spitzenspemspannung 55
Repetitive peak reverse voltage e Ve 1700 [ v
Dauergleichstrom |
Conlinuous DC forward current Ir &0 &
Periodischer Spitzenstrom .
Repetitive peak forward current te=1ms I 1300 | A
Grenzlastintearal Vr=0V, th= 10ms, T, = 125°C - 105 KA%S.
% - value V=0V, t-= 10ms, T, = 150°C 100 kA
Spitzenverlustieistung Ty 125°C P 820 o

Maximum power dissipation

Charakteristische Werte Icha;ac!arisﬁc Values

Dur:massspannung 170[ 218 [ v
Forwar Ve 1.70 v
1.70 | v
Ruckstromspitze 775 | A
Peak reverse recovery current Trss 860 A
890 A
Sperverzogerungsladung 175 | ne
Recovered charge a 300 uc
=-15V 335 | e
Abschaltenergie pro Puls Ir = 850 A, - dir/dt = 5800 Alps (T=150°C) Ty= 86,0 | my
Reverse recovery energy Vi =900 V C | Em 155 mJ
Ve =15V T, = 150°C 180
Warmewiderstand, Chip bis Gehause y . N |
Thermal resistance, junction to case [priciDéde | périicda) Revc S poca
- " " T
Warmewiderstand, Gehause bis Kuhlkerper | pro Diode / per diode |
Thermal resistance, case to heatsink b Rach iz il

e = 1 WAMK) 7 R = 1 WHM-K)

NTc Wlderstand,' NTC-Thermistor

istische Werte / Ch: ic Values min.  typ.  max, )
Retmdrosante C Ros 500 @
e M 100°C, Runo = 493 © AR | 5 5 | %
gﬂfkﬁg;ﬁm Te=25°C P 200 [ mw
gx‘\:\:‘! Rz= Ros exp [Bassd1/T2 - 14298,15 K))] Bouso 3375 K
Evanue R = Ros #xp [Basod 1T - 14298,15 K] Beseo 3411 |k
S Ra = Ros exp [Busrce( 1T - 1129815 K] [ e 3433 | &

Angaben gema gultiger Appiication Note.

Specification accarding to the valld application ncte.

[prepared by: TA

| dote of publication: 2013-04-17 ]

|approved by: PL

[revision: 2.1 |




Technische Information / Technical Information

Spwess. FF650R17IE4D_B2 il

Vorlaufige Daten
Preliminary Data

Modul / Module

Isolations-Prifspannung . o

Iscialion fest votage RMS, f =50 Hz,t = 1 min. VisoL 40 KV
Material Modulgrundplatte o

Material of module baseplate

Innere Isolation 1, ENG1140) ALO:

Intemal isolation basic insulation (class 1, IEC 61140). 3 .
Kriechstrecke Kontakt - Kahlkérper / terminal to heatsink o
Srecpgedatanios: ol KRS bemiin e G Bl i

Luftstrecke Kontakt - Kuhlkérper / terminal to heatsink i
Clearance Kontakt - Kontakt / terminal to terminal

Vergleichszahl der Kriechwegbildung

Comperative Iracking index cn > 400

Tin TP max.

Wiirmewiderstand, Gehsuse bis Kilhlkérper | pro Modul /per madule B 56
Thermal resistance, case to heatsink Aonie = 1 WHM K) / daesse = 1 WHMK) e g
Modulstreuinduktivitat B 18
‘Stray inductance module a
Modulleitungswiderstand, Anschilsse -
Chip =25°C, pro Schalter / per switch Recuee 030 mo
Module lead resistance, terminals - chip
Héchstzulassige Sperrschichttemperatur .
Hepivisrgsl e bl Wechselrichter. Brems-Chopper / inverter, brake-chopper| T ms 175 | °c
Temperatur im Schaltbetrieb i
Temperalure under swiching condiions | Wechselihler, Brems-Chogper /inverter, brskechopper| T | 40 150 | °C
Lagertemperatur F .
Storage temperature T |40 bt
Anzugsdrehmoment f. Moduimontage Schraube M5 - Montage gem. guitiger Appikationsschrit| [ 4 00 | [ 500 | m
Mounting torque for modul mounting Screw M5 - Mounting according to valid application note ; :
Anzugscrebmoment | elektr. Anschilsse | schraube MG - Montage gem. ultiger Applikationsschrin| | 8 | = | 21 | Nm
u Screw M& - Mounting according to valid application note

80 | - | 10 |Nm
Gewicht
Weight G 825 | o
prepared by: TA [ date of publication: 2013-04-17 ]
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Vorldufige Daten
Preliminary Data

IGBT, (typisch) IGBT, {typisch)
output characteristic IGBT,Inverter {typical) output characteristic IGBT,nverter (typical)
I =1 (Vo)
Ty=150°C
1300 -
g 7
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Ve [V] Wee [V]
akterlstik 1GBT, (typisch) SchaltverlustelGBT,Wechselrichter {typisch)
sfer characteristic 1GBT,Inverter(typical) switching losses IGBT, Inverter (typical)
o= f (Voe) Ecn =f(Ic), B =1(Ic)
Ve =20V Voe =215V, Ron = 19, Roor= 2.7 £, Vee =900V
1300 550
— Ty=25"C
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Vorldufige Daten

Preliminary Data
SchaltverlustelGBT Wechselrichter {typisch) a stand IGBT,)
switching losses IGET,Inverter (typical) transient thermal impedance IGBT,Inverter
o = 1 (Rc). B = [ (Rc) Zme=1(h)
Ve =#15V, |0 = 850 A, Vee =900 V
1000 - I - 100
—— Eu, T, = 125°C 5 H— zwc :1GBT [}
300 Em, Ty = 150°C =] T
Eur. Ty=125°C = I
Eur, Ty = 150°C A | ===
200 o -
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P 10
800 :
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w g
400 *
v 1
300 +— :
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200 ltl
T T T e 2 25 s 3o
100 W qoas o003 bos oo |
] 01 I
0 2 8 g 10 12 14 0,001 001 01 1
Ra (6] tls)
Sicherer IGBT, D der Diode, {typisch)
(RBSOA) forward characteristic of Diode, Inverter (typical)
rave'rsa bias safe operaling area IGBT,Inverter (RBSOA) Ir =1 (V)
le =1 (Vee)
Vee = £15V, Roon = 2.7 2, Ty = 150°C
1400 1300 :
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Schaltverluste Diode, Wechselrichter (typisch)
swilching losses Diode, Inverter (typical)

Vorlaufige Daten
Preliminary Data

Schaltverluste Diode, Wechselrichter (typisch)
switching losses Diade, Inverter (typical)

Erc=1(l) Erc=f(Rg)
Ron= 102, Vee =900V 1- =650 A, Vee = 500V
220 220
e, Ty = 125
200 —= 200 Er, Ty= 150°C |
160 = — 180 -
gt / b
160 e 160 o
140 - 140 e
=120 L =120 e
£ / £ "]
i 10— i 100 = — 1
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80—~ 80 —
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40 40
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] 0
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Ir [A] Ro (0]
Diode, Sicherer Arbeitsbereich Diode, Wechselrichter (SOA)
transient thermal impedance Diode, Inverter safe operation area Diode, Inverter (SOA)
Znc=f{) I = f{Vr)
T4=150°C
1000 —r—rrrrmr—— —T
m 1400 H{— 1, Modul |
1200 \
100 1000
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g T 800
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Vorldufige Daten
Preliminary Data

NTC-Widerstand-Temperaturkennlinie (typisch)
NTC-Thermistor-temperature characteristic {typical)

R=1(T)
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Te[°C)
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Preliminary Data

Schaltplan / circuit_diagram_headline
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Vorlaufige Daten
Preliminary Data

Nutzungsbedingungen

Die in diesem Daten sind fur technisch F bestimmt. Die
der Eignung dieses Produktes fur lhre sowle die der it der E ur ciese
Anwendung obliegt lhnen bzw. Ihren technischen Abteilungen

In desem Froduhlda!enblalt werden ue;emwn Merkmale ﬂ.ll ﬂle ‘wir eine liefer Eine

richtet sich nach Mafgabe der i Lieferver Garantien
jeglicher At werden fur das Produkt und dessen Eigenschaften keinesfalls Gberncmmen. Die Angaben in den gUltigen Anwendungs- und
Montagehinweisen des Moduls sind zu beachten

Sollten Sie von uns Produktinformationen benétigen, die Uber den Inhalt dieses Pr
spezifische Verwendung und den Einsatz dieses Produktes betreffen, setzen Sie sich bitte mit dem fir Sie zuslﬂnﬁlgen Verlnehshlirnln
Verbindung (siehe www.infineon.com, Vertrieb&Kontakt). Ftlrlmeres‘senlsrl halten wir Application Notes bereit.

Aufgrund der technischen Anforderungen konnte unser Produkt
diesem Produkt jeweils enthaltenen Substanzen setzen Sie sich bitte ebenfalls mit dem fur Sie Zus‘tandlgen Veﬂrl:bshurom Verbmdurlg

Sollten Sie ichtigen, das Produkt in der Luftfahrt, in ode oder

Anwendungsbereichen einzusetzen, bitten wir um Mitteilung. Wir weisen darauf hin, dass wir fur diese Falle

- die gemeinsame Durchflihrung eines Risiko- und Qualitatsassessments:

- den Abschluss von spez\euen Qualitatssicherungsvereinbarungen:

- di 2u einer laufenden Produktbecbachtung dringend empfehlen und
gegebenentalls die Eeheﬂemng ven der Umsetzung solcher Mafinahmen abhangig machen.

Soweit erforderlich, bitten wir Sie, entsprechende Hinweise an [hre Kunden zu geben.

Inhaltiiche dieses bleiben

Terms & Conditions of usage

The data contained in this product data sheet is exclusively intended for technically trained staff. You andyourlecnmcal departments will
have to evaluate the suitability of the product for the intended and the duct data with respect to such
application.

This product data sheet is describing the characteristics of this product for which a warranty is granted. Any such warranly is granted
exclusively pursuant the terms and conditions of the supply . There will be of any kind for the p nd its
The in the valid and assembly notes of the module must be considered,

Should you require product information in excess of the data given in this product data sheet or which concerns the specific application of
our product, please contact the sales office, which is responsible for you ( see www infineon.com ). For those that are specifically
interested we may provide applicaticn notes.

Due to technical requirements our product may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact the
sales office, which is respnsible for you

Should you intend to use the Product in aviation applications. in heelth or live endangering or life support applications. please nolify. Please
note, that for any such applications we urgently recommend
-to perform joint Risk and Quality Assessments:
- the conclusion of Quality Agreements;
~1o estabiish joint measures of an ongoing product survey, and that we may make delivery depended on
the realization of any such measures.

If and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers,

Changes of this product data sheet are reserved
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